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Mikrofalowy przelgcznik z diodami polprzewodnikowymi
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Przedmiotem wynalazku jest mikrofalowy prze-
Iacznik z diodami poélprzewodnikowymi, przezna-
czony do realizacji w technice mikrofalowych
ukladoéw scalonych (MUS). ;

Znane sg uklady przelgczajace sygnaly mikro-
falowe, w ktoérych wykorzystuje sie¢ poélprzewod-
nikowe diody przelaczajace, najczeSciej tak zwane
diody p-i-n. Przelaczniki te charakteryzujg sie
krotkimi czasami przelgczania, nmiewielkimi gaba-
rytami i ciezarem oraz duzg niezawodnos$cia wyni-
kajaca z dlugowiecznosci elementéw péiprzewodni-
kowych.

Spotykane uklady przelgcznikéw skladaja sie z
wejSciowej linii transmisyjnej rozgaleziajacej sie
na dwie lub wiecej -linii z dolaczonymi diodami
p-i-n. Warunki propagacji sygnalu mikrofalowego
zalezag od wartosci wspétczynnika odbicia wnoszo-
nego, do linii przez diody spolaryzowane stalym
napieciem zewnetrznym odpowiednio do sposobu
ich wlaczenia. Zazwyczaj przelagczniki pracuja w
taki sposéb, ze w jednej z linii realizowany jest
stan transmisji, a w pozostalych stan izolacji
sygnalu mikrofalowego. Sieé¢ mikrofalowa prze-
lacznika moze byé wykonywana albo w klasycz-
nych technikach linii przesylowych: falowodowej
lub wspélosiowej albo w technice MUS. W prze-
lacznikach realizowanych w technikach klasycz-
nych stosowane sa diody w konwencjonalnych
obudowach wspélosiowych. Charakteryzuja sie one
posiadaniem elementéw szkodliwych takich jak
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indukcyjno$¢ doprowadzen i pojemno$é obudowy.
Dla uzyskania dobrych parametréw przelacznika,
to jest malych strat przenoszenia i duzej izolacji,
jest konieczne wprowadzanie do obwodéw mikro-
falowych kompensacji elementéw szkodliwych dio-
dy i elementéw pasozytniczych konstrukcji mocu-
jacej diode w linii mikrofalowej. Prowadzi to do
znacznej komplikacji  konstrukcji tych przelgczni-
k6w, przy czym ich zlozono§é ukladowsg powiek-
szaja filtry dolnoprzepustowe niezbedne dla sepe-
racji Zzrédel napieé polaryzacji diod.

Wymagania stawiane wspoélczesnym urzadzeniom
mikrofalowym stwarzaja potrzebe miniaturyzacji
podzespoléw i sprawiaja, Zze dominujace znaczenie

-w zakresie przelgczania sygnaléw mikrofalowych

o matlych i $rednich poziomach mocy maja obec-
nie przelgczniki realizowane w technice MUS.

Stan techniki w dziedzinie scalonych przelgczni-
kow mikrofalowych zwigzany jest obecnie z tak
zwang hybrydowa technika MUS.

Znane sa z opiséw patentowych St. Zjedn. Ame-
ryki nr 3538465 i nr 3833866 mikrofalowe prze-
taczniki wykonane hybrydowsa technikg MUS. Prze-
laczniki te posiadajg filtry, a diody pélprzewodni-
kowe umieszczone sa w otworach przelotowych
wykonanych w podlozu mikrolinii.

Mikrofalowy przelacznik wedlug wynalazku, w
ktérego kazda z linii przelaczonych wlaczona jest
réwnolegle dioda z filtrem dolnoprzepustowym ty-
pu n, polaczona szeregowo z kondensatorem kom-



pensujacym, umieszczona w otworze przelotowym,
wykonanym w podiozu :mikrolinii, charakteryzuje
sie¢ tym, ze kazdy kondensator kompensujacy,
umieszczony blisko diody pélprzewodnikowej, jest

wlaczony w réwnolegly: galyZ tiltru typu x. Ga- -

taz szeregowa filtru typu = jest dolgczona do punk-
tu polaczenia diody i kondensatora kompensuja-
cego. Ponadto otwory :przelotowe, wykonane w
podlozu mikrolinii o grubosci prawie réwnej wy-
sokos$ci obudowy diody sg styczne do krawedzi pa-
skéw mikrolinii. ,

. Zaleta . ukladu przelacznika wedlug wynalazku
jest to, ze mozliwa jest -jego realizacja w technice
MUS przy uziyciu konwencjonalnych diod w obu-
dowach, co eliminuje konieczno$¢ stosowania kosz-
townych urzadzen technologicznych w procesie
jego montazu. Dodatkowg zaletg przelacznika jest
to, ze zastosowany sposéb dolaczenia diod do nie-
symetrycznych linii paskowych zapewnia jego sze-
rokopasmowoéé a wilaczenie kondensatora stroja-
cego w obwbd “filtru ‘dolnoprzepustowego - uprasz-
cza ukiad przelgcznika.

Wynalazek w przykladzie wykonania przedsta-
wiony jest na rysunku, na ktérym fig. 1 przedsta-
wia schemat ideowy mikrofalowego przelgcznika,
fig. 2 pokazuje przekr6j ptytki podloza dielektrycz-

nego, a fig. 3 — widok fhagmentu dolnej po-
wierzchni ptytki z dioda i filtrem dolnoprzepusto-
wym.

Mikrofalowy przelacznik wedlug wynalazku za-
wiera wspélng linie 1, rozwidlajaca sie na przela-
czane linie 2. W obydwie linie przelgczane 2 sg wig-
czone réwnolegle diody poélprzewodnikowe 3 w
odleglosci okoto 1/, dlugosci okolo 1 dlugosci fali
sygnalu mikrofalowego od rozwidlenia wspdélnej
linii 1. W plaszczyznach dolaczenia diod 3, linie
‘przelgczane 2 s3 polaczone ze zwartymi na kon-
cach do masy liniami kompensujacymi 4 o duzej
impedancji charakterystycznej i diugosci mniej-
. szej od Y4 dlugosci fali sygnalu mikrofalowego.
Diody pblprzewodnikowe 3 polaczone sa z filtrami
‘dolnoprzepustowymi typu =, poprzez ktére dopro-
wadza sie napiecie polaryzacji diod. Filtry dolno-
przepustowe typu & utworzone sa z kondensatoréw
kompensujacych 5, meandrowych dlawikéw 6 i
kondensatoré6w blokujacych 7. Diody poéiprzewod-
nikowe 3 umieszczone sa w otworach przeloto-
wych 8 wykonanych w podlozu mikrolinii 9 o gru-
bosci prawie réwnej wysokosci obudowy diody.
Otwory przelotowe 7 sg styczne do krawedzi pas-
kéw mikrolinii 2. Filtry dolnoprzepustowe typu
n wykonane s3 na odwrotnej stronie plytki pod-
lo2a 9.

Przelagcznik wedlug wynalazku pracuje w spo-
sébb nastepujacy. Gdy jedna z diod 3 jest spolary-
zowana w kierunku przewodzenia, to polaryzacja
drugiej diody ma kierunek zaporowy. Impedancja
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- spowoduje zmiane kierunku transmisji
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-4wnoszona przez p1erwsza dlode 3 skfada sig z sze-

regowego polaczenia bardzo male} rezystancjl strat
i reaktancji zwigzanej z sumg mdukcymoém do-
prowadzen diody i indukcyjnos$ei:- jeJ polaczen z
linig przelgczang 2 i kondensatorem strojacym 5.

Dzigki. umieszczeniu diody w otworze 8 stycznie
do paska linii przelaczonej 2 i dzigki wykonaniu
obwodu polaryzacii . na odwrotnej. stronje plytki
podloza 9 uzyskano maksymalne skréceme poia-
czen diody z linia 2 i kondensatorem . strojacym
5, a przez to malg dobroé szereéoyvegp obwodu
rezonansowego utworzonego z tych “elementéw i
dostrojonego do czgstotliwsci sygnatu mikrofalo-
wego. Pojemnoséciowa reaktancja drugiej diody 3
spolaryzowanej zaporowo jest znacznie wieksza
od impedancji charakterystycznej linii 2 i jest
kompensowana reaktancjg réwnolegle dolaczonej
kompensujacej linii 4. Sygnat mikrofalowy dopro-
wadzony do linii wsp6lnej 1 spotyka, w plaszczyz-
nie rozgalezienia na wejSciu linii 2 z dioda 3
spolaryzowana w kierunlgu przewodzenia, impedan-

‘cje bliska rozwarciu wynikajaca z przetransfor-

mowania malej rezystancji strat dibdy przez od-
cinek ¢éwieréfalowy przelacznik linii 2. Wsktutek
tego sygnal kierowany jest do drugiej linii 2
z dioda 3 spolaryzowana w kierunku zaporowym.
Jesli matomiast do tej linii przelgczonej 4 sygnal
mikrofalowy zostanie doprowadzony z zewnetrzne;
go generatora, to bedzie on skierowany do linii
wspolnej 1.

Zmiana znaku napigé polaryzacji na przeciwny
sygnalu
mikrofalowego w przelgczniku. Dzieki zastosowaniu
otworéw 8 o ksztalcie walcowym polozonych sty-
cznie do pask6éw przelaczanych linii 2 zaburzenie
impedancji charakterystycznej tych linii w obsza-
rze dolaczenia diod 3 jest nieznaczne, co zapewnia
uzyskanie dobrego dopasowania przelacznika w
‘warunkach transmisji sygnalu mikrofalowego.

Zastrzezenie patentowe

Mikrofalowy przelgcznik z diodami péiprzewod-
nikowymi, w ktérego kazda z linii przelgczanych
wlaczona jest réwnolegle dioda z dolaczonym fil-
trem dolnoprzepustowym typu =&, polaczona szere-

~ gowo z kondensatorem kompensujacym, umieszezo-

na w otworze przelotowym, znamienny tym, ze
kazdy kondensator kompensujacy (5), umieszczo-
ny blisko diody poélprzewodnikowej (3), jest wig-
czony w réwnolegly galaZ filtru typu =, ktérego to
filtru galaz szeregowa jest dolaczona do punktu
polaczenia diody (3) i kondensatora kompensujace-
go (5) a otwory przelotowe, wykonane w podlozu
mikrolinii o grubosci prawie réwnej wysokosci obu-
dowy diody (3) sa styczne do krawedzi paskéw
mikrolinii (2).
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